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1. はじめに 

AV10O15 (A=Ba, Sr) は、三角格子が最密的に層状
に積み重なった構造から V の三角形が規則正しく
抜けた構造をしている幾何学的フラストレーショ

ン系である。Vの形式価数は+2.8価であり、A=Ba
の BaV10O15では、125K 付近で V の層の三角形が
歪むような構造相転移を起こし、空間群が Cmca
から Pbcaへと変化する[1]。この相転移は電荷整列
相転移であることが考えられるが、単結晶での物

性報告は少ない。そこで今回 AV10O15(A=Ba, Sr)の単
結晶を作製し、電気抵抗、帯磁率の温度依存性を、

異方性を含めて測定した。 
 

2. 実験方法 
・ 還元雰囲気中のＦＺ法による単結晶の作製 
・ 粉末 X線回折、TG測定、ICP測定による不純
物の有無、組成比の見積り 

・ 背面ラウエ法による単結晶の軸出し 
・ 4端子法での電気抵抗の温度依存性の測定 
・ SQUIDによる帯磁率の温度依存性の測定  
・  
3. 実験結果と考察 

3.1 電気抵抗測定 
図 1 に示すように、BaV10O15単結晶では、123K
の構造相転移に伴い、電気抵抗が 103 倍に増大す

る、一種の金属絶縁体転移が起きることを見出し

た。このことは、123K以下では電荷の自由度が失
われ、電荷整列相になっているを示唆している。

また異方性はあまり顕著には見られなかった。一

方SrV10O15の電気抵抗率は、測定温度の全領域(30K
～300K)にわたって exp[-(T0/T)1/2]に比例している
ことが分かった。 
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 図 1 電気抵抗の温度依存性 

 

 
 

 
3.2 帯磁率測定 
図 2に BaV10O15の帯磁率の結果を示す。構造相

転移に伴い、多結晶では見られなかったシャープ

な跳びが見られた。また、42Kに kinkがあり、[100]
方向にスピンが向いた反強磁性相転移が起こるこ

とが分かった。さらに 134K～196Kにこれまで知
られていなかったヒステリシスが見られた。一方

SrV10O15では図 3に示すように、12K以下で磁場中
冷却と零磁場中冷却の値が異なった。この磁化率

の振る舞いから、12K以下でスピンが凍結してい
ることが分かった。 
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図 2 BaV10O15の帯磁率の温度依存性 

 
 

0 100 200 300

10

20

0 10 20 3015

20

25

30

 T (K)

 
 (1

0-3
em

u/
m

ol
)

SrV10O15
FC
ZFC[110]

[001] FC
ZFC

 
図 3 SrV10O15の帯磁率の温度依存性 
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